














る為の基礎として極めて重要である高励起状態からの電子移動  (ホット電子移動) の研究
報告は未だ少ない 2)。そこで本研究では，サイズの違う CdTe QDs にアクセプター分子と
してフラーレン誘導体  (PCBA) を吸着させた系を構築した。さらに，フェムト秒過渡吸収
分光を用いて状態選択励起を行い，CdTe QDs から PCBA へのホット電子移動のダイナミ
クスを解析したので報告する。  
【実験】窒素条件下で， Cd 前駆体を 300℃まで加熱し，反応温度，前駆体濃度を制御して
から Cd 前駆体に Te 前駆体を inject し，反応時間も制御することで CdTe QDs (3.1 nm，3.4 
nm，3.7 nm，4.1 nm) を合成した (コロイド合成)3)。その後フラーレン誘導体  (溶媒：クロ
ロホルム) を溶媒支援吸着法により CdTe QDs (溶媒：hexane) に吸着させた。サンプルを
フェムト秒過渡吸収分光により測定し , CdTe QDs-PCBA 系のキャリア移動ダイナミクスを
解析した。また，Ti:Sapphire レーザーの第二高調波を励起光として用い，フェムト秒過渡
吸収測定を行った。状態選択励起は Ti:Sapphire レーザーの基本波を光パラメトリック増幅
器 (OPA) に導入し，任意の波長に変換したものを励起光として用いた。  
【結果と考察】CdTe QDs と CdTe-PCBA 系の吸収・発光スペ
クトルを図 1 に示す。CdTe QDs の吸収スペクトルは，サイズが大
きくなるにつれて 1S 吸収ピークのシフトが観測された。CdTe-
PCBA 系は CdTe QDs とほとんど変化が無く，< 370 nm の範囲
で PCBA 由来のスペクトルのオーバーラップによる変化が観測さ
れた。また，発光スペクトルでは，CdTe-PCBA 系においてバンド
端発光の顕著な消光(99%)が観測された。これは CdTe QDs と
PCBA の酸化還元電位を考慮すると，CdTe QDs から PCBA へ
の電子移動に起因すると考えられる。CdTe QDs と CdTe-PCBA 図 1. CdTe QDs (実線 ) と CdTe- 
PCBA 系  (点線) の吸収および
発光スペクトル  

































CdTe QD と CdTe-PCBA 系のバンド
端ブリーチダイナミクス (4.1 nm) を図 3
に示す。CdTe-PCBA 系では，CdTe 
QDs のバンド端状態から PCBA への電子移動に由来
するバンド端ブリーチの速い減衰  (~10 ps) が観測さ
れた。また，CdTe-PCBA系におけるバンド端ブリーチの
ライズ成分は約 670 fs 程度であり，CdTe QDs (~800 fs) 
に比べて速くなっていた。今回用いた CdTe QDs では，
励起波長 400 nm におけるバンド端ブリーチの立ち上
がり成分が高励起状態からバンド端状態へのホット電
子の緩和過程に対応しているため，CdTe-PCBA 系の
速い立ち上がり成分は CdTe QDs の高励起状態から
PCBA へのホット電子移動の存在を示唆している。
CdTe-PCBA 系の速い立ち上がり成分は CdTe QDs のバ
ンド内緩和  (kint) とホット電子移動の時定数  (kHET)の和  
として，  (kint + kHET) = rise-1 で与えられる。kHET / (kint 
+kHET)から見積もられたホット電子移動収率 ΦHET (4.1 
nm で~17% )は 1S ブリーチ収率から見積もられるホット電
子移動の収率と良い一致を示した。CdTe QDsのΦHETの
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図 4. 異なるサイズの CdTe QD–
PCBA 系のホット電子移動収率  
図 2. (左 ) CdTe QDs (4.1 nm) と(右) CdTe -PCBA 系の過渡
吸収スペクトル  (λ ex.= 400 nm)  
図 3. CdTe QDs (4.1 nm) と CdTe -PCBA 系
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